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General

Objetivos del curso:

Objetivos del Curso:

Basados en los conceptos y principios de los materiales
semiconductores, los estudiantes deberdan mostrar
suficiencia para analizar y resolver, cualitativa vy
cuantitativamente problemas relacionados con estos
topicos.

Los estudiantes deberan reconocer, analizar y utilizar
conceptos bdsicos de fisica de semiconductores, para
entender los principios operacionales de dispositivos
con semiconductores clasicos y futuros mas avanzados.

Especificos

Los estudiantes deberdn saber integrar conocimientos
de ciencias, matematicas, ingenieria y tecnologia para la
solucién de problemas.

Traducir conocimientos cientificos en conocimientos
practicos de Ingenieria como “Proyecto de fin de curso”,
los estudiantes deberdn escribir un breve ensayo de
investigacion bibliografica sobre tdpicos avanzados en el
tema.

Contenidos tematicos

1. Fisica de semiconductores

1.1. Introduccién

1.2. Electrones en sélidos |

1.3. Fundamentos de los electrones en atomos

1.4. Cristalografia

1.5. Bandas de energia

1.6. Electronesy huecos en los semiconductores

1.7. Tecnologias de impurificacion

1.8. Mecanismos de transporte

2. Dispositivos con semiconductores

2.1. Dispositivos bipolares; ecuaciones de estado

2.2. Electrostatica; soluciones cuantitativas

2.3. Unidén P-N real

2.4. Modelos de la unién P-N; simulacién

2.5. Dispositivos unipolares; contacto Schottky; contactos 6hmicos




2.6. Transistores JFETs

2.7. Transistores MESFETS

2.8. Dispositivos unipolares Il; MOSFETs ideales; MOSFETs reales

2.9. Transporte en MOSFETSs escalables

2.10. Efectos de canal corto en MOSFETs

2.11. MOSFETSs en el sub-Umbral

2.12.Resumen de MOSFETs

Bibliografia

1. Introduction to Electronic Devices. Michael Shur. John Wiley and Sons.

Criterios de evaluacion

Tareas 0%
Examenes (2 parciales y un final) 0%
Proyecto Final 0%
Total 0%

Contribucion del curso al perfil de egreso del programa

Conocimientos:
Habilidades:

Actitudes y valores:




